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このroと磁場H との間には,H∝ (ト To′Tg)3/Zという関係があるように見える｡ これ

は,いわゆるdeAlmeida-Thoulesslineと同じ形をしているoまたSvsH曲線において, あ

る磁場で急にSが大きくなる異常が測定されたO(Fig.2) 時間領域が数十sec～数千 sec

での実験と同じような結果が得られてはいるが,なお細かい点では異っている点が興味深い｡

また,この 90FeTiO3-10Fe203を,広いqレンジで測定するために, 高エネルギー物

理学研究所に設置されている中性子小角散乱装置SANを用いてパルス磁場下における実験を

行った｡この実験は最小時間間隔50msecごとのスピン相関を測定 し, スピン相関の時間変

化を研究するものである.この実験の結果,磁場が2.5KOe程度では q>0.05(Å~1)で,時

､間変化が大きいが,磁場を5KOe程度にすると,時間変化はあまり見られなくなるO(Fig.

3) この結果は,磁化の時間変化の結果とよく結びついている｡

さらに今後は,中性子散乱実験においては,磁化の時間変化で得られた結果をふまえて磁場

のさらに低い場合の実験を行う必要がある｡一方,磁化の時間変化の測定では,さらに磁場の

高い場合 (5KOe以上)および低い場合 (2000e以下 )の測定を行う必要がある｡これは,

E vsT｡曲線が本当にA-Tlineのような関係があるかどうかを調べるためであり,理論の検

証にもなる｡そのために,高磁場用の磁石を製作した｡また,非平衡状態下でのふるまいは,

スピングラスの本質を探る上で重要な手掛 りとなると思われるので,他のスピングラス性を示

す物質でも,同様な実験を行う必要がある｡
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13.希土類研化物のトンネル効果

加賀谷 修

§1.序

トンネル分光 (TunnelingSpectroscopy)は,固体のFermi面近傍の電子状態を知るための手

段 として注目されてい実験方法である｡ 特に超伝導体に対 しては,低温で Fermi面近傍におい

て トンネル電流の微文コンダクタンスが1電子状態密度に比例する (df/dF∝ⅣS(E)α

E/vm ) ことが知られてお り,超伝導ギャップAを直接見る手段として広く用いら
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れている｡ 一方, SmB6やYbB12は,その電気抵抗やNMRの実験からFermi面上にギャッ

プを持っ物質であることが知られている｡ その大きさは,超伝導ギャップ』と同程度 (数me

V)である｡そこで, トンネル分光法をこれらの物質に応用し,そのギャップを観察しようと

試みたOまた,参 照物質としてNormalな金属であるLaB6と,Fermi面近傍に大きな状態密

度の変化が期待されるCeB6についても測定を行なった｡

§2.実験装置

p-typeのGaAs(Zn:Nd-2×1019cm-3)を円錘型に加工し, これをprobeとして用い

た｡その先端をsampleに接触させてSchottky型の障壁を作り,そこを通るトンネル電流を測

定するo測定装置は下図に示すものを製作した｡JunctionにDCバイアスを加え,さらに微′ト

定電流AC信号 8Ⅰで変調させて,Junctionに生ずる電圧∂Vを LocKinampで検出してい

るo発振器とLockinampのドリフトによる影響を少なくするために,ブリッジ回路を使用

しているOJunctionは,固定したsampleにprobeを近づけてゆき,接触させて作る｡ probeは

ステッピングモーターを使って動かしており,0.04pm/1stepの精度で移動できるD
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Fig.1

§3.実験結果

まず,GaAsを用いた トンネル分光ですでによく研究されているAu(Normalmetal)とPb

(Superconductor)について実験を行なった｡GaAs対Auでは,GaAsの Schottkybarrierに

よる構造がきれいに見られ,GaAs対PbではFemi面を中心とした超伝導ギャップが測定さ

れ (Fig.2),どちらも他の文献と一致する｡これより製作した トンネル分光装置が正常に勘

くことが確かめられた｡

しかし,希土類棚化物に対しては,定まったスペクトルが得にくく,苦労した｡これは,sample

表面,もしくはその処理に問題があるものと考えられる｡
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1) SmB6(single):/G･Gdntherodtらの文献では,dV/dZのピークの10goの立ち上が り

で見た巾 2』は4.9meVである｡測定すると2』=3.2,6,10,23meV のものが得られた

が,どれが本物なのかは決められない｡

2)YbB12 (poly):2A-4-5meVのピークが見られる(Fig.3)｡ しかし,温度を上
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Fig.2 Pbのスペクトル
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Fig.3 YbB12のスペクトル T=412K

昇させると約8Kでピークは消失してしまう｡

3) LaB6(single):特にJunctionができにくい｡ 2』-3･5-4meVのピークが現われる

こともある｡

4) CeB6(single):これにもピーク(2』-2･6meV)が現われる｡ PhaseI,ⅠⅠ,ⅠⅠⅠの相転

移に伴う特別な変化は見られなかった｡

14. Ce化合物質の高濃度近藤効果

高 青 竹

§1.序

高濃度近藤効果を示すCe化合物は既に数多く兄い出されているが,それぞれの物質によっ

て実に多様な性質を示している｡

1)低温で磁気的秩序を示すもの :CeB6,CeA12,Celn3

2)磁気的秩序を示さず低温で近藤格子を形成するもの :CeAl3,CeCu6
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